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1/ invention onoerne un precede do fabrication de diodes du 
cypV i: fl*! u et ies diodes =i.:-;e'-; ' a /*sa partielle" obtenues par le- 
dit prsr=6de. II s'agit de ciloaes constitutes au sein d'un bjoe de 
materia^ !>«emlconducteur par trois couches de dopages et de eonduc- 
5 tibilites diSferentes s'e'tageant dans la section. fcransversale du 
materiau : uneAeouche, generalensent fortement dope"e de type P, rela-^ 
tivement mincep une coucue M I M dite intrinseque d^jratdri£»_-de''^on-^ 1 - ifj^e 
ductivite quasi -nulle, relacive;i«ent tres epaisse, dans le cas de *u^<JL<JL8ji 
1* invention, et une couche, geiitj.raiement fortement dopee de type N, ■po+tX^" 
10 relativemerw mince. Une '"mesa I partielle" est caracterisee par une j ,a ^^> 
section au niveau d'une Jcnction plus faible que la section au ni- ^uXfc^ <p 
veau de l' autre Reaction later ale. Cela assure uae bien meilleure ^ u ~- 
Evacuation de chaleur que pour une "mesa totale". De plus la resis- 

tance serie est plus faible. fg£ Cc^ a ^ ' S ' ^ ^f^uTCt 

-15 La fabrication de diodes PIN a tres forte epalsseur de semi- . / \ 
conducteur intrinseque necessite l'utilisation de precedes assez Jf* (f^' 1 -/. 

complexes, faisant appel soit a une premiere attaque chimique, soit 
a un proedde mixte, mEcanique et chimique, pour la separation de 
chacune des diodes de la rondelle sur laquelle elles ont 6t6 prea- 
20 lableraent realisdes. Apres la separation des diodes chacune d 1 elles 
doit subir une nouvelle attaque chimique apres avoir ete montee sur 
un support ou dans un boitier. Ces divers procedes sont difficiles 
. a mettre en oeuvre, ear le£ vitesses d'attaque chimique d'un semi- 
eonducteur intrinseque sont tres differentes de celles d'un semi- 
25 conducteur fortement dop€ : 11 en resulte une attaque laterale ir- 
rSgulier* et un dispositif de moindres quality. Eta outre l'attaque 
chimicv-? rugrasnte la resistance de fulte, ce qui peut se. reveler 
etre un d^faut dans cortaines applications. 

L : invention permet de reruedier i ues diffieultes. 
30 .precede" selon 1 * invention., part d'une plaque tte de materiau 

semi -conducteur camper tan t., ecnsnie on l'a dit, deux couches super - 
fieiellcs respectlvement do pees P et situees de part et d' autre 
d'une couche interne de sesniconducteur intrinseque dite couche "i" 
beaucoup plus epaisse que lesdites couches superficielles ; 11 s'agit 
35 d'un precede de type coilesfcif permettant de realiser de nombreuses 
diodes en une seule operation ; ii est earacterise en ce qu'il com- 
porte au moins les Etapes suivantes : 

a) execution d'un. premier quadrillage de traits de scie pene*- 
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trant au coeur de la couch intern t comportant d s palres de 
traits perpendiculaires, lesdites paires dgllmltant deux a deux les 
parties "mesa 1 * d'un certain nombre de diodes s 

b) sciage de la plaquette en morceaux suivant les traits d'un 
5 deuxieme quadrillage encadrant lesdites parties "mesa". 

L* invention sera mieux comprise, et d'autres caracteristiques 
apparattroht, au moyen de la description qui suit, et des dessins 
qui l'accompagnent, parmi lesquels : 

La figure 1 est un croquis perspectif d'un fragment de la pla- 
10 quette sur laquelle on a dessin£, de facon conventionnelle, les 
marquesd'un, sciage a executer ; 

— Lafigure 2 est urie coupe trans versa! e d'une portion de pla- 
quette apres sciage ; 

La figure 3 est un croquis perspectif d'une diode termine"e. 
15 A la surface du fragment de plaquette T represent^ figure 1, on 

a dessine" un premier quadrillage de traits continus, comprenant une 
premiere paire 11 de traits paralleles 111 et 112, et une deuxieme 
paire 12 de traits 121 et 122 perpendiculaires aux precedents. Les 
palres 11 et 12 ddlimitent a leur crolsement la partie mesa M d'une 
20 diode D chplsle au hasard parmi celles qui sont fabriquees collec- 
tlvement dans la plaquette T. 

Un deuxieme quadrillage de traits dlscontinus represente par 
convention les traits de sciage qui permettront de separer les dif- 
ferentes diodes semblables a la diode D delimite> par les traits 21, 
25 22, 23 et 24. - 

Une coupe de la diode D suivant un plan de trace XX sur la fi- 
gure 1, est representee figure 2, en falsant apparaitre les couches 
1 (N + ), 2 (I) et 3 (P + ). Les traits de scie 111 et 112 penStrent au 
coeur de la couche I, ici a environ la moitie. La profohdeur de ce 
30 premier sciage peut aller du tiers a la moitie" de la couche i. 

. Par contre, les traits de scie visibles 21 et 23, et les traits 
de scie 22 et 24 (invisibles parce que paralleles au plan de figure) 
son prolonges jusqu'a separation complete de la diode D. 

Les dimensions usuelles de telles diodes sont les suivantes : 
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- epaisseur des couches P + t N + de l'ordre d 10 a 40 microns ; 

- epaisseur de la couche I de l'ordre de 50 a 200 microns ; 

- longueur et largeur de la diode de l'ordre du millimetre, 
mals susceptlbles d'etre largement majorees pour ecouler des puls- 

5 sances relativement importantes. 

Figure 3, on a represente" en perspective le bloc D sur lequel 
apparaissent les sillons 111, 112, 121 et 122. On laisse subsister 
les buit saillies qui bordent la partie "mesa 11 . La surface 50 de 
cette partie est m£tallisee au cours d'une etape de finltion de la 

10 rondelle effectu^e en protegeant de preference de tout d^pdt de. metal 
les surfaces des saillies telles que 31, 32, 33. De m&ne la face op- 
poses a la surface 30 recoit une metallisation au cours de la mSme 
etape. Ces metallisation n'ont pas 6t6 representees figure 3, pas plus 
que le support de la diode nl ses bornesde raccordement eiectrique. 

15 On peut utiliser une telle diode, dans laquelle les surfaces 

internes des gorges separant la partie "mesa" des saillies sont 
laissees brutes de sciage. On met ainsi a profit la resistance de 
fuite de valeur finie, generalement Men reproductible lorsqu'on 
utilise des machines de sciage perfeetionnees (a dlsque diamante ou 

20 h fils). ^'utilisation de ces -diodes est decrite dans la demande de 
brevet deposee par la demanderesse le 16 Avril 1974 sous le H* 
74.13 206. 

On peut egalement, par divers procddes de finltion (vernis, 
depdt de sllice ou de verre), proteger les surfaces 31, 32, 33 et 
25 les surfaces analogues des differentes saillies, ainsi que les gorges 
du dispositlf. 

Les avantages du procede selon 1* invention sont les suivantes : 

- une meilleure reproduetibilite (par rapport au procede d*at- 
taque chlmlque) des dimensions de la diode et de sa capacite propre : 

30 11 y a notamment une tres faible dispersion des capacites ; 

- une bonne evacuation trans vers ale de la chaleur dlssip^e a 
l'utillsation j 

- un prix de revlent plus faible que par attaque chlmlque totale. 
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Une tres le*gere attaque chimique peut cependant fctre effective 
soit a l 1 echelon "rondell n apres traits de scie 111, 112, 121, 122 
ou m&ne eventuellement a l 1 echelon "puce unitalre". 

Le proc£de" est egalement applicable a une plaquette ou l'on 
5 lnverserait le type de conductibilite des couches extremes. Eta. outre 
la couche I pourrait atre de haute resistivity de type N~ ou P", 
sans Stre litteralement "intrinseque". 
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1. Proc€d<§ de fabrication de diodes de type "PIN" a partir 
d'une plaquette de materiau semiconducteur comportant deux couches 
superficielles respectivement dopees P et N situees de part et 

d* autre d'une couche interne de semiconducteur intrlnseque dite 
5 couche "I" beaucoup plus epaisse que lesdites couches superficielles, 
caracterise^ en ce qu'il comporte au moins les Stapes suivantes : 

a) execution d'un premier quadrillage de traits de scie pene- 
trant au coeur de la couche interne et comportant des paires de 
traits perpendiculaires, lesdites paires d<§limitant deux a deux les 

10 parties "mesa" d'un certain nombre de diodes de type n PIN n ; 

b) sciage de la plaquette en morceaux suivant les traits d'un 
deuxieme quadrillage encadrant lesdites parties "mesa". 

2. Procedd suivant la revendieation 1, caracterise en ce que, 
a l*£tape (a), les traits de scie pen^trent dans la couche interne, 

15 h une profondeur atteignant environ le tiers ou la moitie de la 
profondeur de cette couche. 

5. Proce"de" suivant la revendication 1, caracterise' en ce qu'il 
comporte une 6tape supplementaire au cours de laquelle les gorges 
et les saillies entourant la partie "mesa" recoivent une protection 

20 isolante. 

4. Diode caracterlsee en ce qu'elle est obtenue par un procedd 
suivant l'une des revendications 1 a 3. 



PL 1-2 



2319972 




HPS Trailer Page 
for 

EAST 



UserlD: JMondt_Job_1_of_1 
Printer: cp4_3c03_gbfhptr 

Summary 

Document Pages Printed Missed Copies 



FR002319972A1 8 
Total (1) 8 



8 
8 



0 1 
0 



DERWENT-ACC-NO: 1977-D8828Y 



DERWENT-WEEK: 197719 

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD 

TITLE: Prodn. of PIN diodes - from wafer with thick intrinsic 

layer uses partial cuts to form mesas and full cuts to 
form chips 

PATENT-ASSIGNEE: THOMSON CSF[CSFC] 
PRIORITY-DATA: 1975FR-0024147 (August 1, 1975) 



PATENT-FAMILY: 

PUB-NO PUB-DATE 

FR 23 19972 A April 1, 1977 

INT-CL(IPC): H01L021/04, H01L029/86 

ABSTRACTED-PUB-NO: FR 231 9972A 
BASIC-ABSTRACT: 



LANGUAGE PAGES MAIN-IPC 
N/A 000 N/A 



The PIN diode consists of thin regions doped p (3) and n (1) on each side of a 
thick intrinsic layer (2) and is made in the following way: the PIN wafer is 
first provided with line cuts (111, 1 12) to form squares and penetrating into 
the centre of the intrinsic layer but not right through the wafer. The wafer 
is then cut into chips each with a mesa structure by making a second series of 
cuts (21, 23) between the first series. 

The mesa (M) structures are made by the first series of cuts. The method can 
also be applied to any semiconductor (esp. a diode) having a mesa structure. 
The first cuts penetrate about one third or one half way through the internal 
layer. 
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